BF 227

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir HF-Stufen bei 50 MHz,
in Siebdruckschaltungen.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for RF stages up to 50 MHz,
in hybrid circuits.

Vorlaufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions

Mafle in mm
2-01

M2:1 ¢ ‘17 Kunststoffgehdause:
L@‘i 24 "-‘5-‘[‘” TOM 23
- ’ Gewicht - Weight
max.0,1g
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 40 \'
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 25 \
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 4 \"
Kollektorstrom lc 25 mA
— Verlustleistung, tomp = 45° C Piotl) 50 mwW
Sperrschichttemperatur tj 125 °C
Lagertemperatur tsig -55..4125 °C
Warmewiderstand Riny) 1,6 °C/mW

Y) In einem vergossenen Modul wird die zuléssige Verlustieistung gréfer und muB von Fall zu Fall bestimmt werden.

010668

AEG-TELEFUNKEN

393



BF 227

Statische Kenndaten - DC characteristics
bei Umgebungstemperatur tqm, = 25° C

Basisspannung, Ucg = 10 V, Ic = 3 mA Uge*)
Basisstrom, Ug=10V,lc =3 mA 18*)
Kollektor-Basis-Stromverhaltnis hee *)

U =10V, Ic = 3 mA

Dynamische Kenndaten - AC characteristics
bei Umgebungstemperatur tom, = 25° C

Transit-Frequenz fr
U =10V, Ic = 3 mA

Vorwartssteilheit | Yfe. I
U =10V, lc = 3mA, f = 36 MHz

Ausgangsleitwert Re (Yoe)

Ueg =10V, Ic =3 mA, f =36 MHz

Ausgangskapazitat Coe
Usg =10V, Ilc = 3 mA, f = 36 MHz

Rickwirkungskapazitat —Cre
U =10V, Ic = 3 mA, f = 36 MHz

t,
*) impulsmaBig gemessen: T£= 0,01, tp = 0,5 ms
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Min. Typ.

720

30

100

Min. Typ.
600

80

27

12

0,23

Max.

Max.

mV

HA

MHz

m$S

kQ

pF

pF




BF 228

Silizium-NPN-Planar-Transistor mit hoher Sperrspannung besonders fir
die Ansteuerung von Ziffern-Anzeigerohren, geeignet in

Siebdruckschaltungen.

Silicon NPN planar transistor for nixie drivers with high reserve voltage for

use in hybrid circuits.

Vorldufige technische Daten  Tentative data

Abmessungen * Dimensions

Mafle in mm

M2:1

4 0,2-01

| ‘“
16— —={24 45 —-]

Kunststoffgehduse: TOM 23
Gewicht - Weight

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uero
Emitter-Basis-Sperrspgnnung Ugso
SN

Kollektorstrom le
Verlustleistung, tomp < 45° C Piot!)
Sperrschichttemperatur ti
Lagertemperatur tstg
Warmewiderstand Ribu?)

100
80

50
50

125
—55..+125

16

max.0,1 g
YY)
v 44
v oot
o0
v ool
eed
mA
mW
°C
°C
°C/mW

1) 1n einem vergossenen Modul wird die zulassige Verlustleistung gréBer und muB von Fall zu Fall bestimmt werden.
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BF 228

Statische Kenndaten - DC characteristics
bei Umgebungstemperatur tamy = 25°C (falls nicht anders angegeben)

- Min. Typ.
Kollektor-Reststrom
U =75V ) Icso
Ucg =75V, tj = 150°C lcso
Kollektor-Sattigungsspannung Uctsat

lc=2mA, Ig = 0,2mA

Kollektor-Basis-Stromverhaltnis hre*) 30
Uce = 10V, Ic = 2mA

Basisspannung Uge*)
Uce =10V, Ic = 2mA

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso™*) 100
lc = 0,5mA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ucer®) 90

Ilc = 1mA, Rge = 1kQ
Emitter-Basis-Spannung Ueso 7

le = 0,1mA

Dynamische Kenndaten - AC characteristics
bei Umgebungstemperatur tqmp = 25°C

Min. Typ.
Transit-Frequenz f*) 50
Uce =10V, Ic = 10 mA
*) impulsmaBig gemessen: 'T3= 001, tp = 0,5 ms

Max.

01
100

0,9

0.8

Max.

HA

uA

MHz
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BF194 BF229 BF254

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren im Kunststoffgehéuse fiir
geregelte HF- und ZF-Stufen und fir Vor- und Mischstufen bis in den
KW-Bereich. . '

Silicon NPN epitaxial planar transistors in plastic case for controlled RF and
IF stages, for input-stages and mixers up to the SW sphere.

Abmessungen * Dimensions
MaBe in mm - M 2:1

N T +
i i 02-01 2 1
¢ 7!5 E % %ﬁ‘ "7 'ﬁ-Tu £ 25 “1 / 043
£ b " 3"::;1‘;5—; 160~ L2 4‘54, 06 — |
. | ‘ e
e s ,;?5_[. b 52— = 11,7 —~
10.3—3f——!
BF 194 BF 229 BF 254
Kunststoffgehduse . Kunststoffgehause Kunststoffgehause
SOT 25 &hnlich TOM 23 TO 92 &hnlich
Gewicht - Weight Gewicht - Weight Gewicht - Weight
max.0,25 g " max.0,1g max.0,4 g
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
BF 194 BF 229 BF 254
~— Kollektor-Basis-Sperrspannung  Ucgo 30 30 30 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo - 20 20 20 \'
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 5. 5 5 \'%
Kollektorstrom Ic 30 30 30 mA
Basisstrom Ig 1 1 1 mA
Verlustleistung, tomp < 45°C Piot 180 501) 180 mW
Sperrschichttemperatur ti 125 125 125 °C
Lagertemperatur tig —55..+125 —55..+125 —55.+125 °C

Warmewiderstand ‘ Rihu 0,45 < 1,6) 0,45 °C/mW

1) In einem vergossenen Modul wird die zulassige Verlustleistung gréBer und muB von Fall zu Fall bestimmt werden.
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BF194 BF229 BF254

1) o
4

Tga
N

Ugzp
20

1070‘7 2 4680 2 4 6‘8707 2 4 68102 2 4 883k

Rgg ————

- Zuléssige Kollektor-Spannung

Uce = f (Reg)
ReS 1kQ
|c= 2 mA

tomb= 125° C

Statische Kenndaten : DC characteristics
bei Umgebungstemperatur tamp = 25° C (falls nicht anders angegeben)

' Min. Typ.

Basisspannung, Ucg = 10V, Ic = 1 mA Uge*) 0,68

Basisstrom, Uge=10V,Ic = 1 mA 1g*) 45

Kollektor-Basis-Stromverhéltnis hee*) 115
Uce =10V, Ic = 1 mA

Dynamische Kenndaten - AC characteristics

Transit-Frequenz fr . 260
UCE =10 \'A 'C =1mA

Rickwirkungs-Kapazitat —Cre 0,95
Usg =10V, —lg = 1 mA, f = 450 kHz

MischrauschmaB}, Ucg = 10V, iz = 1 mA, Fc 2

f = 1MHz Rg = 800Q

t
*) impulsmaBig gemessen: ?p_ =00%tp=05ms

Max.

15

RA .

MHz

pF

dB

AEG-TELEFUNKEN
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BF194 BF229 BF254

Vierpolparameter - Two port characteristics

Emitterschaltung, f = 450 kHz, Uce = 10V, Ic = 1 mA

-

Eingangsleitwert Re (yie)
Eingangskapazitét - Cie‘
Ruckwartssteilheit | yre !
(‘pre
Vorwartssteilheit | Yo |
Pre
Ausgangsleitwert " Re (yoe)
Ausgangskapazitat Cog

Emitterschaltung, f = 10,7 MHz, Ucg = 10V, Ic = 1 mA

Eingangsleitwest Re (yie)
Eingangskapazitat Cie
Rickwartssteilheit | yre |
Pre
Vorwadrtssteilheit | yee |
Pre
Ausgangsleitwert Re {yoe)
Ausgangskapazitét Coe

Emitterschaltung, f = 35 MHz, U = 10V, Ic = 1 mA

Eingangsleitwert Re (yie)
Eingangskapazitat Cie
Ruckwartssteilheit ' [ yre |
‘Pre
Vorwartssteilheit | yte |
Pre
Ausgangsleitwert Re (Yoe)
Ausgangskapazitat - Coe

020668
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Min.

Typ. Max.

0,45
25
64

— 900
35

— 5°

16

23
210

90°

35
—_ 150

16

mS
pF

mS

pF

. mS

pF

mS

pF

mS

pF
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BF 194 BF 229 BF 254

mA

I
10

364

N
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BF194 BF229 BF254
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BF195 BF230 BF255

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren im Kunststoffgehéuse
fiir Vor- und Mischstufen bis in den UKW-Bereich.
Silicon NPN epitaxitl planar transistors in plastic case, designed for input-
stages and mixer stages up to 100 Mc/s.

Abmessungen * Dimensions
Mafe in mm - M 2:1

T
~— E i 2;5

o2

o8
118 09 1205 07 04

L [
| s 1 22
JE e
l | H—:E—zﬁ D 5 vy B
|
I
fo— 4 -~ ‘& L__
33
103
BF 195 BF 230
Kunststoffgehéuse Kunststoffgeh&use
SOT 25 ahnlich TOM 23
Gewicht - Weight Gewicht - Weight
max.0,25 g max.0,1g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom

Basisstrom

Verlustleistung, tamb = 45°C
Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur
Warmewiderstand

BF 195
Ucso 30
Uceo 20
Ueso 5
Ic 30
Ig 1
Piot 180
t 125
tag  —55..+125
Rihu 0,45

BF 230
30
20
5
30
1

507)
125

—55..+125
s 1L6)

52
l
i P i
f—10,6 —
—82———11,7—
BF 255
Kunststoffgehduse
TO 92 ah#lich
Gewicht - Weight
max.0,4 g
BF 255
30. v
20 \Y
5 \Y
30 mA
1 mA
180 mW
125 °C
-55..+125 °C
0,45 °C/mW

1) In einem vergossenen Modul wird die zuléssige Verlustleistung gréBer und muB von Fall zu Fall bestimmt werden.
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BF195 BF230 BF255

Upep q

vw'7 2 4 58100 2 4 58107 2 4 58102 2 4 5870‘7110
Rge ——»

Zulassige Kollektor-Spannung

Uce =f (Reg)
Re = 1kQ
IC =2mA

tamb = 125°C

Statische Kenndaten - DC characteristics

bei Umgebungstemperatur tomp = 25° C (falls nicht anders angegeben)

Min.
Basisspannung, Uce.= 10V, Ic = 1 mA Uge*)
Basisstrom, Uge=10V,Ic =1 mA Ig*) 8
Kollektor-Basis-Stromverhaltnis hee*)
Ute=10V,Ic=1mA
Dynamische Kenndaten - AC characteristics
Transit-Frequenz &
Ue=10V,ic=1mA
Ruckwirkungs-Kapazitat —Cre

ch = lOV, _|E = lmA,f= 450 kHz
RauschmaB, Uce = 10V, Ic = 1 mA,

f= 1MHz Rg= 50Q F
f = 100 MHz, Rg = 100 Q F

§
MischrauschmaB, Ucg = 10V, Ic = 1 mA, Fc

f= 1MHz R =600Q

t
*) impulsmaBig gemessen: Tl =001, =05ms

368

Typ.

0,69

67

0,95

35

25

Max.

28 pA

pF

dB
dB

dB
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BF195 BF230 BF255

Vierpolparameter - Two port characteristics
Emitterschaltung, f = 450 kHz, Ucg = 10V, Ic = 1 mA

-

Eingangsleitwert Re (yie)
Eingangskapazitat Cie
Rickwartssteilheit |y
P
Vorwartssteilheit [ ye |
®re
Ausgangsleitwert Re (yoe)
Ausgangskapazitat Coe

Emitterschaltung, f = 10,7 MHz, Ucg = 10V, Ic = 1 mA

Eingangsleitwert Re (yie)
Eingangskapazitat Cie
Ruckwartssteilheit I yee |
P
Vorwartssteilheit | yie |
‘pfe
Ausgangsleitwert Re (yoe)
Ausgangskapazitat Coe

Emitterschaltung, f = 35 MHz, Ucg = 10V, Ic = 1 mA

Eingangsleitwert Re (yie)
Eingangskapazitat Cie
Rickwartssteilheit lyre. |
@
Vorwartssteilheit I yee |
Pre
Ausgangsleitwert Re (yoe)
Ausgangskapazitat Coe

020668
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Min.

Typ.
0,4
25
27

-90°
35

~Q°

16

0,55
25
64

—90°
35

—50

1,6

13
25
210
90°
35
—20°
58
16

Max.

mS
pF
TR

mS

uS
pF

mS

pF

mS

WS
pF

mS
pF
mS

mS

pF
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" BF195 BF230 BF255

Vierpolparameter - Two port characteristics
Emitterschaltung, f = 100 MHz, Ucg = 10V, Ic = 1 mA

-

Eingangsleitwert

Eingangskapazitat

Rickwartssteilheit

Vorwartssteilheit

Ausgangsleitwert

Ausgangskapazitét

Re (yie)
Cie

[ ye
P

' Yte I
Pie

Re (Yoe)
COE

Basisschaltung, f = 100 MHz, Ucg = 10V, —lg = 1 mA

Eingangsleitwert

Eingangskapazitat

Rickwartssteilheit

Vorwartssteilheit

Ausgangsleitwert

Ausgangskapazitét -

370

Re (yib)
Ci

I yep |
@y

[y |
@y,

Re (Yob)
Cob
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Min.

Typ.
7.5
25
600

—-93°
31

-30°
10
16

33

480
-92°

31
-150°

12

16

Max.

m$S
pF
MS

uS
pF

m$S
pF
uS

mS_

T
pF




BF195 BF230 BF255
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BF195 BF230 BF 255
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<@> BF 310

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor
Silicon NPN Epitaxial Planar RF Transistor

Anwendungen: Allgemein bis 100 MHz in Basisschaltung
Applications: General up to 100 MHz in common base configuration

Besondere Merkmale: Features:
@ Kleine Rickwirkungskapazitit ® Small feedback capacitance

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

. \— ——

—= 2,8

Normgehause
Case

10 A3DIN 41868
JEDECTO92Z
Gewicht - Weight

52 |le-——i12,4— max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 30 \
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 30 \"
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueo 4 \
Emitter-base voltage
Kollektorstrom Ic 25 mA
Collector current
Basisstrom Ig 3 mA
Base current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb = 45°C PtOt 300 mwW
Sperrschichttemperatur Y 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg -55... +150 °C

Storage temperature range

B 2/V.2.509/0875A 2
217



BF 310

Wiarmewiderstand Min.

Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Rinda
Junction ambient

Statische KenngroBen
DC characteristics

famb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

UCB =20V ICBO
UCB =20V, ’amb =100°C [CBO

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage

]C =10 pA U(BR)CBO 30
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

IC =2mA U(BR)CEO 1) 30
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

fg=104A UsrEBO 4
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

DC forward current transfer ratio
UCE =10 V, IC =4 mA hFE 29

Dynamische KenngroBen
AC characteristics

tamb = 25°C

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
UCB:1OV' IC=1mA,f=100MHz fT

Riickwirkungskapazitat
Feedback capacitance
Ucg = 10V, f = 0,47 MHz Ciirb

KurzschluB-Vorwartssteilheit
Short circuit forward transfer admittance
Ucg =10V, I =4 mA, f =36 MHz Yib 80

Kollektorstrom fiir: ’ y ‘ max.
Collector current for: |~ P
Ucg =10V, Ic =4 mA, f =36 MHz I

KurzschluB-Ausgangsadmittanz

Short circuit output admittance
U =10V, Ic =4 mA, f =36MHz Zob
Cob

1,
) 4?—= 0,01,15=03ms

218

Typ. Max.

350

60
10

580

0,13

55
1,6

KIW

nA
HA

MHz

pF

mS

mA

uS
pF
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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor
Silicon NPN Epitaxial Planar RF Transistor

Anwendungen: FS-ZF-Verstarkerstufen in Emitterschaltung.
Besonders in Video-ZF-Endstufen

Applications: Video IF amplifier stages in common emitter configuration,
especially in video IF power stages

Besondere Merkmale: Features:
@ Kleine Ruckwirkungskapazitat ® Small feedback capacitance

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Normgehduse
Case
10 A3 DIN 41868
JEDECTO 9227
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo 35 \
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 25 \
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 4 Vv
Emitter-base voltage
Kollektorstrom Ic 40 mA
Collector current
Basisstrom Ig 3 mA
Base current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb = 25°C Piot 360 mw
Sperrschichttemperatur g 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg =55 ... +150 °C

Storage temperature range

B 2/v.2.510/0875A 1
219



T 70 2766
Ptot
400
mw
~
N
300
A Ainaa
A\
200
N
A
N
100 N
N
(] 40 80 120 °C
tamb—™
? 72011 T
Ucer
40
v Ic=2mA
RE =1kQ
famb = 28 °C
30
20
10
[0)
01 1 10 100 kQ
RB —

220

500
mwW

400

300

79 692

Maximaie Einschaitieistung

Maximum switch —-on power
RAinga= 330 K/W

famb =25 °C

20 40 60 80 s

751000 Ttk



BF 311

Wirmewiderstiande Min. Typ. Max.
Thermal resistances '
Sperrschicht-Umgebung Rinia 350 K/W
Junction ambient
Sperrschicht-Gehduse Rindc 230 KIW

Junction case

Statische KenngroBen
DC characteristics

'amb =25°C

Kollektorreststrom
Collector cut-off current
Ucg =20V IcBo 50 nA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage

[C =10 |.IA U(BR)CBO 35 \"
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
— 1
Ic=2mA U(BR)CEO ) 25 Y

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

Basis-Emitter-Spannung

Base-emitter voltage

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis
DC forward current transfer ratio
Ucg =10V, Ic = 15mA heg b} 40 79

Dynamische KenngréB8en
AC characteristics

lamb =25°C

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucg =10V, Ic = 5mA, f =100 MHz T 750 MHz

Rickwirkungskapazitat
Feedback capacitance
Ucp=10V,Ic = 1mA, f =36MHz

mit duBere Masseumbhiillung Ciire 0,3 pF
with screening
ohne duBere Masseumhiillung Ciire 0,35 pF

without screening
)
) T 001,75,=03ms

221



BF 311

Vier

pol KenngréBen

Two port characteristics

famb = 25°C

Emitterschaltung
Common emitter configuration

Ucg = 10V, Ig = 7mA, f = 36 MHz

KurzschluB-Vorwartssteilheit
Short circuit forward transfer admittance

Kollektorstrom fiir:
max
Collector current for:|yfe i

KurzschluB-Ausgangsadmittanz
Short circuit output admittance

Emitterschaitung
Common emitter configuration

Em

UCB = 10V, [C =10 mA, f = 36 MHz

KurzschluB-Eingangsadmittanz
Short circuit input admittance

KurzschluB-Riickwartssteilheit
Short circuit reverse transfer admittance

KurzschluB-Vorwartssteilheit
Short circuit forward transfer admittance

KurzschliuB-Ausgangsadmittanz
Short circuit output admittance

itterschaltung

Common emitter configuration

222

Ugg = 10V, Ic = 15 mA, f = 36 MHz

KurzschluB-Eingangsadmittanz
Short circuit input admittance

KurzschluB-Riickwdrtssteilheit
Short circuit reverse transfer admittance

KurzschluB-Vorwartssteilheit
Short circuit forward transfer admittance

KurzschluB-Ausgangsadmittanz
Short circuit output admittance
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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor
Silicon NPN Epitaxial Planar RF Transistor

Anwendungen: VHF-Eingangsstufen in Basisschaltung
Applications: VHF input stages in common base configuration

Besondere Merkmale: Features:
@ Kleine Riickwirkungskapazitat ® Small feedback capacitance
® GroBer Intermodulationsabstand @ Large signal to intermodulation ratio
@ RauschmasB 3,5 dB ® Noise figure 3.5 dB

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0328

Normgehause
Case

10 A3 DIN 41868
JEDECTO92Z
Gewicht - Weight

max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 30 \
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 30 \
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 4 \
Emitter-base voltage
Kollektorstrom Ic 25 mA
Collector current
Basisstrom Ig 3 mA
Base current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lamb =45°C Ptot 300 mwW
Sperrschichttemperatur g 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55... +150 °C

Storage temperature range

B 2/v.2.511/0875 A
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Waéarmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung Ripga 350 K/W

Junction ambient

Statische KenngréBen
DC characteristics

lamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom

Collector cut-off current
UCB =20V ICBO 60 nA
UCB =20V, Iamb =100°C ICBO 10 [JA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage

[C =10 pA U(BR)CBO 30 \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Coliector-emitter breakdown voltage |
Ic=2mA U(BR)CEO ) 30 v

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

[E =10 pA U(BR)EBO 4 \
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis

DC forward current transfer ratio

Dynamische KenngréBen
AC characteristics

tamp = 25°C
Transitfrequenz

Gain bandwidth product
Ucg =10V, Io = 1mA, f =100 MHz T 450 MHz

Riickwirkungskapazit4t
Feedback capacitance

Ucg = 10V, f = 0,47 MHz Ciirb 0.1 0,13 pF
Rauschmas
Noise figure

UCB =10 V, IC =3 mA,

Yg =6,7mS-j67mS, f =100 MHz F 3 dB

UCB = 10V, IC =5 maA,
Yg =6,7mS-j7,7mS, f =100 MHz F 3,5 dB

!
n P _ -
) T =001,7,=03ms
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Vierpol KenngréBen Min. Typ. Max.
Two port characteristics

tamb = 25°C
Basisschaltung
Common base configuration

Ucg = 10V, I = 1 mA, f =100 MHz

KurzschluB-Stromverstarkung hip 0,97
Short circuit forward current transfer ratio
Leerlauf-Ausgangsleitwert ehip 170°
Open circuit output conductance
KurzschiuB-Eingangsadmittanz 8ib 36 mS
Short circuit input admittance -Cip 3 pF
KurzschluB-Riickwértssteilheit | ¥rb I 80 uS
Short circuit reverse transfer admittance - b 720
KurzschluB-Vorwiartssteilheit | 1 | 36 mS
Short circuit forward transfer admittance . 168°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz ~£ob 10 uS
Short circuit output admittance Cob 1,3 pF
t 72020 ™ 75018 Tik
f Gop F
T pb 2mA | [3mA Gob
1000 - 204 ic=1mA N | (R=2k0)
MHz 7 =100 MMz dB
famb = 28 °C
N
16
750 Ucp=10V tamb = 25 °C
2 -
12
3v
500
/d }
/ 8
F
250 - fem)
41— ama A
-
y (]
o 2 4 6 mA 10 100 Q
lc —_— RG —
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BF 440 - BF 441

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren
Silicon PNP Epitaxial Planar RF Transistors

Anwendungen: BF 440: Geregelte AM- und FM-Verstarkerstufen
BF 441: AM- und FM-Verstarkerstufen

Applications: BF 440: Controlled AM and FM amplifier stages
BF 441: AM and FM amplifier stages

Besondere Merkmale: Features:
@ Kleine Riickwirkungskapazitat @ Small feedback capacitance

Voriaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Normgehduse
Case
10 A3 DIN 41868
JEDECTO 922
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucgo 40 \
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 40 \
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung -Ugpo 4 Vv
Emitter-base voltage
Kollektorstrom -1 25 mA
Collector current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
famb =45°C Ptot 300 mw
Sperrschichttemperatur f 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich 'stg =55 ... +150 °Cc

Storage temperature range

B 2/V.2.514/0875A 1
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BF 440 - BF 441

Waérmewiderstand Min.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung™ RinJA
Junction ambient
Statische KenngréBen
DC characteristics
tamp = 25°C
Kollektorreststrom
Collector cut-off current
—UCB =20V _ICBO
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
-Io =10 pA -UsricBo 40
Koliektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
“lg=1mA ~Ugriceo ) 40
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
-Ig = 10 uA -UsrEBo 4
Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
—UCE=10V,—IC=1mA —UBE
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio
—Ucg=10V,=Ic = 1mA BF 440 hpg 60
BF 441 heg 30
Dynamische KenngréBen
AC characteristics
‘amb =25°C
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
—UCB=10V,—IC=1mA,f=100MHZ fT
Rickwirkungskapazitét
Feedback capacitance
=Ucg =10V, -Ic =1 mA, f = 0,47 MHz Ciire
Rauschmas in Emitterschaltung
Noise figure in common emitter configuration
~Ucp =10V, -Ic = 1mA Rg =200Q,
f = 02MHz F
Koltektorstrom fiir: l Ve I max. -Ig 10

244

Collector current for:

KurzschluB-Ausgangsadmittanz

Short circuit output admittance
- UCB =10V, _IC =1mA f=0,47 MHz goe
f£=107MHz g,

1,
P _ =
) T 0,01,z =03 ms

Typ.
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Silizium-PNP-HF-Transistor
Silicon PNP RF Transistor

Anwendungen: UHF/VHF-Hochstrom-Eingangs- und Mischstufen
Applications: UHF/VHF-high current input and mixer stages

Besondere Merkmale: Features:
® Hohe Kreuzmodulationsfestigkeit @ High cross modulation performance
® Hohe Verstarkung ® High power gain
@ Kleines Rauschen ® Low noise
® Hohe Riickwartsdampfung @ High reverse attenuation

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kunststoffgehause
Plastic case

~ JEDEC TO 50
Gewicht - Weight

max. 0,25 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucso 30 Y
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 25 \%
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uggo 3 \
Emitter-base voltage
Kollektorstrom -Ic 50 mA
Collector current
Basisstrom -1g 5 mA
Base current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb < 55°C PtOt 160 mwW
Sperrschichttemperatur lj 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55... +150 °C

Storage temperature range

B 2/v.2.573/0875 A1 287
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Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebling Ringa 600 °C/W

Junction ambient

Statische KenngroBen
DC characteristics

famb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

UCB =20V - ICBO 100 nA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage

- IC =10 ;.IA - U(BR)CBO 30 v
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

-Ig=2mA -Usriceo ) 25 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

-1 = 10 pA -Ugrieo 3 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio

‘UCB=10V. —]C= 10 mA hFE 20

Dynamische KenngréBen
AC characteristics
famb = 25°C

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
~Ucg =10V, -Ic = 8mA, f =300 MHz T 1800 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector-base capacitance

~Ugg =10V, f =100 MHz CcBo 0,55 pF
RauschmaB
Noise figure

~Ucg =10V, ~Ic =10mA, Rg =50 Q, ,

f =800 MHz Fp? 4,5 6,0 dB
Leistungsverstarkung
Power gain

~Ucg =10V, -Ic = 10 mA, f = 800 MHz,

RG=50Q,R =500Q Gpp?) 125 15 dB

Kollektorstrom fur pr max
Collector current for pr max
~Ucg =10V, f = 800 MHz,
R =500Q Ic %) 10 mA

%) siehe MeBschaltung

r
NP _ <
) T 001,15 =03ms see test circuit
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Test circuit for: pr' Fy
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BF479T

Silizium-PNP-HF-Transistor
Silicon PNP RF Transistor

Anwendungen: UHF/VHF-Hochstrom-Eingangs- und Mischstufen
Applications: UHF/VHF high current input and mixer stages

Besondere Merkmale: Features:
® Hohe Kreuzmodulationsfestigkeit ® High cross modulation performance
@ Hohe Verstirkung @ High power gain
@ Kleines Rauschen ® Low noise
® Hohe Ruckwartsdampfung @ High reverse attenuation

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung -UcBo
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung - UCEO
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung -Uggo
Emitter-base voltage

Kollektorstrom -Ic
Collector current

Basisstrom -Ig

Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

tamb = 55°C Pot
Sperrschichttemperatur Ji
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg

Storage temperature range

B 2/V.2.573/0677A3

Kunststoffgehiuse
Plastic case
~JEDEC TO 50
Gewicht - Weight

max. 0,25 g

20 v

20 \

3 \

50 mA

5 mA

160 mW

150 °Cc
-55... +150 °C
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Wiérmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Statische KenngroBen
DC characteristics

famb = 25°C, falls nicht anders angegeben

unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

UCB =16V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage

- IC =10 pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

- IC =2mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

-1 E =10 |.|A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnis
DC forward current transfer ratio

—UCB =10 V, —IC =10 mA

Dynamische KenngréoBen
AC characteristics

254

Iamb =25°C

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
-Uc = 10V,-Ic =8mA, f = 300 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitét
Collector-base capacitance
-Ugg =10V, f =100 MHz
RauschmaB
Noise figure
-UCB =10V, —IC =10 mA, RG =50 Q-
f =800 MHz

Leistungsverstarkung

Power gain
~Upg =10V, -Ic =10mA, f = 800 MHz,
Rg =50Q, R =500Q

Kollektorstrom fiir pr max

Collector current for G, max
-Ucg =10V, f = 800 MHz,
R_=5000Q

2) siehe MeBschaltung

1
wP _
) T 001, =03 ms see test circuit
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